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Эпитаксиальные слои Si(001)/Si1-xGex (0.1<x<0.3) толщиной 30–10 нм характеризуются упругой аккомодацией напряжений несоответствия и частично или полностью подавленной низкотемпературной фотолюминесценцией. Поскольку при меньших концентрациях и толщинах такие же слои, выращенные в той же самой установке МBЕ, хорошо люминесцируют, то подавление люминесценции вполне разумно связать с возросшей концентрацией ассоциаций точечных дефектов. Из-за малой интенсивности дифракционных рефлексов от таких тонких слоев рентгеновское выявление повышенной концентрации точечных дефектов в лабораторных условиях на 1–2 порядка уступает по чувствительности методу низкотемпературной фотолюминесценции.

Нами было установлено, что эпитаксиальные слои GaAs(001)/Ge1-xSnx выдерживают на порядок больший уровень напряжений несоответствия до начала пластической релаксации по сравнению с системой Si1-xGex. Поэтому повышенная концентрации точечных дефектов в них может быть выявлена при сравнении рефлексов разных порядков, например, (111) и (444), или (202) и (404), записанных в скользящей геометрии дифракции, в которой плоскость дифракции вертикальна, а плоскость образца отклонена от вертикали на угол (, равный углу наклона отражающей плоскости к ростовой поверхности. В отличие от обычной дифракции на отражение, в которой можно прописывать только те рефлексы, для которых величина брэгговского угла больше угла наклона отражающей плоскости к поверхности образца, скользящая дифракция не имеет такого ограничения. Применение скользящей геометрии позволяет также выявить аномальное распределение ассоциаций точечных дефектов вдоль различных кристаллографических направлений.

В сильно напряженных слоях Si(001)/Si1-xGex и GaAs(001)/Ge1-xSnx появляются микротрещины, более характерные для упруго растянутых эпитаксиальных слоев. Эти микротрещины частично проникают и в подложку, приводя к раздвоению или уширению ее пика, что позволило нам в сильно сжатых эпитаксиальных слоях выделить особую стадию хрупко–пластической релаксации напряжений несоответствия, реализующуюся до начала стадии классической пластической релаксации [1].
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